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Rezumat:
Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor şi poate fi utilizată pentru obţinerea straturilor epitaxiale de fosfură de indiu

crescută prin procedeul de cloruri cu parametri electrofizici reproductibili.
Ameliorarea calităţii şi sporirea reproductibilităţii parametrilor electrofizici în cadrul procedeului de creştere a straturilor epi-

taxiale AlllBV în sistem de cloruri, ce include pregătirea accesoriilor, decaparea chimică a substraturilor, suflarea cu hidrogen a
reactorului, termostatarea clorurii, încălzirea sursei şi a substraturilor, decaparea gazoasă a substraturilor, creşterea straturilor subţiri,
se efectuează decaparea gazoasă repetată a stratului crescut cu creşterea lui ulterioară.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în decaparea gazoasă repetată a stratului crescut cu creşterea lui ulterioară.
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